
茨城大学重点研究 研究概要 

重点研究名： グリーンデバイス開発研究 
代 表 者 名 ： 大貫 仁 所属： 工学部マテリアル工学科 職名： 教授 
キーワード： ＬＳＩ，抵抗率、Cu 配線、磁気記録メモリ、低消費電力化、高温半導体、高温はんだ 
研 究 組 織 （研究体制の全体像が分かるように記入し、必要に応じて図表を掲載して下さい。） 
 

研究組織のホームページ： 

研 究 目 的 （① 景・社会的重要性・緊急性等 ②学術的な特徴独創的な点 ③予想される結果と意義を記入して下さい。） 

①環境クリーン化のためには、電子デバイスの牽引車である低消費電力・超高速 LSI、低消費電力磁気

記録メモリ、および高信頼性高温半導体の開発が特に重要である。本研究は、上記デバイスを実現する

ため、それぞれ Cu 配線の低抵抗率化、磁気メモリの低消費電力化、および高温はんだ材料とその最適

プロセスをナノ構造制御という立場から実現する。②本研究は、ナノ粒界・界面構造制御を粒界に存在

する微量不純物の制御により行う。これらのナノ粒界・界面制御技術の開発は、世界中を見ても検討例

はほとんど無く、極めてチャレンジングな課題であり、これが本研究の独創的な点である。③本研究が

成功すれば、従来よりも２倍以上高速のＬＳＩが実現できる。また、従来構造の磁気メモリの消費電力

を 1/10 に低減できる。また、200～300℃高温動作が可能なパワー半導体が実現できる。これらの電子

デバイスに与える影響は極めて大きい。 

研 究 内 容 （研究内容を簡潔に記入して下さい。） 
1. ＬＳＩ用 Cu 配線の低抵抗率化 

・ナノ粒界に存在する、粒成長を阻害する微量キー不純物の同定とその除去技術の開発。 
・微量キー不純物を除去しためっきプロセスでの Cu 配線形成と性能評価。 

2. 低消費電力磁気メモリの開発 
・磁気メモリのナノ粒界に存在する粒成長抑制不純物の解析と微細･均一な磁性粒子を得る  

ための指導原理の明確化  
 ・粒界制御磁気記録媒体の性能評価  
3. 高温半導体の開発 
 ・超塑性利用 Pb フリー高温はんだの開発 
 ・開発した高温はんだの SiC と絶縁回路基盤との接合への適用および接合部の信頼性の評価 
 
研究内容概要図 （研究内容の概要が分かるポンチ絵・図表を掲載して下さい。） 
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